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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 7月 19日 (2005.7.19)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 を 化 学 気 相 成 長 法 に よ り 成 長 さ せ る よ う に し
た 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 の 成 長 方 法 に お い て 、
　 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 の 成 長 時 に ｐ 型 不 純 物 と 酸 素 と を ド ー プ
す る と 共 に 、 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 を 構 成 す る Ｉ Ｉ Ｉ 族 元 素 の 原
料 の 供 給 量 に 対 す る 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 を 構 成 す る Ｖ 族 元 素 の
原 料 の 供 給 量 の モ ル 比 を ６ ０ ０ ０ 以 下 に し て 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体
層 を 成 長 さ せ る よ う に し た
　 こ と を 特 徴 と す る 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 の 成 長 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 モ ル 比 を ５ ０ ０ ０ 以 下 に し て 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 を 成 長
さ せ る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層
の 成 長 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 化 学 気 相 成 長 を 、 第 １ の ガ ス 導 入 部 お よ び 第 ２ の ガ ス 導 入 部 を 備 え た 反 応 管 を 有 し
、 か つ 、 上 記 反 応 管 内 に 上 記 第 １ の ガ ス 導 入 部 を 通 じ て 導 入 す る 主 流 を 上 記 反 応 管 内 に 設
置 し た 基 板 に 対 し て ほ ぼ 平 行 に 流 す と 共 に 、 上 記 反 応 管 内 に 上 記 第 ２ の ガ ス 導 入 部 を 通 じ
て 導 入 す る 副 流 を 上 記 基 板 に 対 し て ４ ５ 度 以 下 の 角 度 で 流 す よ う に し た 気 相 成 長 装 置 を 用
い て 行 う よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体
層 の 成 長 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 中 の 酸 素 濃 度 が 、 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ
Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 中 の ｐ 型 不 純 物 濃 度 の １ ％ 以 上 、 １ × １ ０ 2 2 ／ ｃ ｍ 3  以 下 で あ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 の 成 長 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 の 成 長 後 、 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ



族 化 合 物 半 導 体 層 中 の 上 記 ｐ 型 不 純 物 の 活 性 化 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 窒
化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 の 成 長 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 上 記 ｐ 型 不 純 物 の 活 性 化 を 、 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 中 の 水 素 を
除 去 す る こ と に よ り 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半
導 体 層 の 成 長 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 を 化 学 気 相 成 長 法 に よ り 成 長 さ せ る よ う に し
た 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 に お い て 、
　 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 の 成 長 時 に ｐ 型 不 純 物 と 酸 素 と を ド ー プ
す る と 共 に 、 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 を 構 成 す る Ｉ Ｉ Ｉ 族 元 素 の 原
料 の 供 給 量 に 対 す る 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 を 構 成 す る Ｖ 族 元 素 の
原 料 の 供 給 量 の モ ル 比 を ６ ０ ０ ０ 以 下 に し て 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体
層 を 成 長 さ せ る よ う に し た
　 こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 上 記 モ ル 比 を ５ ０ ０ ０ 以 下 に し て 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 を 成 長
さ せ る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 上 記 化 学 気 相 成 長 を 、 第 １ の ガ ス 導 入 部 お よ び 第 ２ の ガ ス 導 入 部 を 備 え た 反 応 管 を 有 し
、 か つ 、 上 記 反 応 管 内 に 上 記 第 １ の ガ ス 導 入 部 を 通 じ て 導 入 す る 主 流 を 上 記 反 応 管 内 に 設
置 し た 基 板 に 対 し て ほ ぼ 平 行 に 流 す と 共 に 、 上 記 反 応 管 内 に 上 記 第 ２ の ガ ス 導 入 部 を 通 じ
て 導 入 す る 副 流 を 上 記 基 板 に 対 し て ４ ５ 度 以 下 の 角 度 で 流 す よ う に し た 気 相 成 長 装 置 を 用
い て 行 う よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 中 の 酸 素 濃 度 が 、 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ
Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 中 の ｐ 型 不 純 物 濃 度 の １ ％ 以 上 、 １ × １ ０ 2 2 ／ ｃ ｍ 3  以 下 で あ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 の 成 長 後 、 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ
族 化 合 物 半 導 体 層 中 の 上 記 ｐ 型 不 純 物 の 活 性 化 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の 半
導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 上 記 ｐ 型 不 純 物 の 活 性 化 を 、 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 中 の 水 素 を
除 去 す る こ と に よ り 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 活 性 層 を １ 層 以 上 の ｎ 型 半 導 体 層 と １ 層 以 上 の ｐ 型 半 導 体 層 と に よ り 挟 ん だ 発 光 素 子 構
造 を 有 す る と 共 に 、 上 記 活 性 層 、 上 記 ｎ 型 半 導 体 層 お よ び 上 記 ｐ 型 半 導 体 層 は 窒 化 物 系 Ｉ
Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 か ら な り 、 上 記 発 光 素 子 構 造 を 形 成 す る 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化
合 物 半 導 体 層 を 化 学 気 相 成 長 法 に よ り 成 長 さ せ る よ う に し た 半 導 体 発 光 素 子 の 製 造 方 法 に
お い て 、
　 上 記 ｐ 型 半 導 体 層 を 構 成 す る 少 な く も １ 層 の ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体
層 の 成 長 時 に ｐ 型 不 純 物 と 酸 素 と を ド ー プ す る と 共 に 、 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化
合 物 半 導 体 層 を 構 成 す る Ｉ Ｉ Ｉ 族 元 素 の 原 料 の 供 給 量 に 対 す る 上 記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ －
Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 を 構 成 す る Ｖ 族 元 素 の 原 料 の 供 給 量 の モ ル 比 を ６ ０ ０ ０ 以 下 に し て 上
記 ｐ 型 窒 化 物 系 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 を 成 長 さ せ る よ う に し た
　 こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 発 光 素 子 の 製 造 方 法 。
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